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A : 331 Ω

 331 Ω

B : 1.25 x 109Ω

 1.25 x 109Ω

C : 600 KΩ

 600 KΩ

D : 0.94

 0.94

2 Which among the following represents the energy level of quantum Dot ?
�ழ்கண்ட சமன்பா�களில் எைவ �வாண்டம் �ள்ளி�ன் ஆற்றைலையக் ��க்�ற�.
 
A :

 

B :

 

C :
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D : None of the above

 ேமற்கண்ட எ��ம் இல்ைல

3 A solar cell consists of 400 cells with 40 elements series connected while 10 elements are parallely connected. If each cell can produce an output voltage and
current of V0=0.45 V and I0=57 mA, the maximum charging voltage required is ____________

�ரிய �ன்கலத்�ல் 400 ெசல்களில் 40 ��களின் ெதாடர�் வரிைச��ள் 10 ��கள் இைணயாக
இைணக்கப்பட�்ள்ளன. ஒவ்ெவா� அல�ம் ெவளி�ட�் ேவால்ேடஜ் மற்�ம் �ன்சார அள� V0=0.45 V மற்�ம் �ன்சார
I0=57 mA, அ�கபடச் �ன் ஏற்�வதற்� ேதைவப்ப�வ� ேவால்ேடஜ் __________ ஆ�ம்.

 
A : 9 V

 9 V

B : 18 V

 18 V

C : 36 V

 36 V

D : 50 V

 50 V

4 MOSFETs exhibit a non-linear relationship between input voltage and output current due to the device construction. The non-linear relationship is connected
through the device parameter 'K'. Calculate 'K' for a specific MOSFET operating with an input voltage of 6 V and output current of 10 mA. The Threshold
voltage of the chosen MOSFET is 4 V.
MOSFETS –ஆன� உள்ள�ீ ேவால்ேடஜ் மற்�ம் ெவளி�� �ன்சாரம் இைட�லான ேநரியல் அல்லாத ெதாடர�்கள்
ெவளிப்ப�த்�ய�. இத்ெதாடர�் பாரா�டட்ர ்'K' �லம் இைணக்கப்ப��ற�. (MOSFET–ன் �ைறந்தபடச் �ன்ன�த்தம் 4 V
–ஆக இ�க்�ற�.) உள்ள�ீ ேவால்ேடஜ் �ன்சாரம் 6 V ஆக இ�க்�ம்ெபா��, ெவளி�� �ன்சாரம் 10 mA ஆக இ�ந்தால் 'K'
–ஐ கணக்��க.
 
A : 2.5 x 10-3 A/V2

 2.5 x 10-3 A/V2

B : 0.25 x 10-3 A/V2

 0.25 x 10-3 A/V2

C : 0.50 x 10-3 A/V2

 0.50 x 10-3 A/V2

D : 1.00 x 10-3 A/V2

 1.00 x 10-3 A/V2

5 Given below are the two statements
I. Graphene in its purest and defect free form has electrical conductivity lesser than that of Gold and Copper
II. It is possible to develop graphene in the form of nano-ribbons and quantum dots
Choose the correct option from the list given below.
�ேழ இ� வாக்�யங்கள் ெகா�க்கப்பட�்ள்ளன.
வாக்�யம் I :தங்கம் மற்�ம் தா�ரத்ைத ஒப்��ம்ேபா� �ராேபன்–�ய மற்�ம் மா� அற்ற வ�வ�ள்ள �றந்த
�ைறவான �ன் கடத்�யா�ம்.
வாக்�யம் II :நாேனா–ரிப்பன்கள் மற்�ம் �வாண்டம் �ள்ளி வ�வங்களில் �ராேபன் வ�வைமக்கப்பட�்ள்ள�.

�ழ்கண்டவற்�ள் சரியானைதத் ேதர�் ெசய்க.
 
A : I is correct while II is wrong

 I சரி ஆனால் II தவ�
B : II is correct while I is wrong

 II சரி மற்�ம் I தவ�
C : Both I and II are correct

 I மற்�ம் II சரி
D : Both I and II are wrong

 I மற்�ம் II தவ�

6 Find the power rating of the zener diode with test current IZT as 12.5 mA and Zener voltage of 10 Volts.

�னர ்ைடேயா�, ேசாதைன �ன்சாரம் IZT ஆக இ�ந்தால் 12.5 mA மற்�ம் �னர ்ேவால்ேடஜ் 10 ேவால்ட ்ஆக இ�ந்தால்,
�ன்சார அள�ைன கணக்��க.
 
A : 500 mA

 500 mA

B : 200 mA

 200 mA



C : 125 mA

 125 mA

D : 1000 mA

 1000 mA

7 The LED diode with junction temperature 200oC, ambient temerature 50oC has a junction power dissipation of 1 W. Calculate its thermal resistance from
junction to ambient.
ஒ� LED ைடேயாட�்ன் சந்�ப்� ெவப்பநிைல 200oC. �ற்�ப்�ற ெவப்பநிைல 50oC ஆக�ம் சந்�ப்� �ன்சார �தறல் 1 W
_ஆக இ�க்�ற�. சந்�ப்���ந்� �ற்� வைர�ள்ள ெவப்ப எ�ரப்்� கணக்��க.
 
A : 250oC/W

 250oC/W

B : 150oC/W

 150oC/W

C : 75oC/W

 75oC/W

D : 25oC/W

 25oC/W

8 The conductivity of silicon is σ=10 (Ω cm)-1 Determine the drift current density J, if an electric field of E=15v/cm is applied.

��க்கானின் �ன் கடத்�த்�றன் �=10 (Ω cm)-1 ஆக இ�க்�ற�. �ன்சார �லம் E=15v/cm ஆக பயன்பட�்�ந்தால், நகர�்
�ன்ேனாடட் அடரத்்�ைய J,–ஐ கணக்��க.
 
A : J=150 A/cm2

 J=150 A/ெச.�2

B : J=170 A/cm2

 J=170 A/ெச.�2

C : J=98 A/cm2

 J=98 A/ெச.�2

D : J=236 A/cm2

 J=236 A/ெச.�2

9 Find the Transconductance gm for JFET at ∆VGS = 1.25 V and ∆ID =4.3 mA

∆VGS = 1.25 V மற்�ம் ∆ID =4.3 mA ஆக இ�ந்தால், JFET –ன் ��க்� கடத்� �றன் gm கணக்��க.
 
A : 3.4 mA/V

 3.4 mA/V

B : 2.3 mA/V

 2.3 mA/V

C : 4.8 mA/V

 4.8 mA/V

D : 2.8 mA/V

 2.8 mA/V

10 The vertical threshold sensitivity of HEMTs are dependent on :
(I) The metal semiconductor schottky barrier potential between Al and GaAs.
(II) The dielectric constant of AlGa As.
(III) The donor concentration.
(IV) The thickness of AlGaAs layer
HEMTs–ன் ெசங்�த்� �ைழ� வாசல் உணர�்றன் �ழ்கண்ட எைத ெபா�த்� அைம�ற�.
I. Al மற்�ம் GaAs இைடேய உேலாகம்–�ைறக்கடத்� ஸ்ேகாட�் தைட �றன்
II. AlGaAs–ன் �ன் கடத்தா மா��
III. �ன் ெகாைட�ன் ெச��
IV. Al GaAs அ�க்�ன் த�மன்
 
A : (I) and (III) only

 I மற்�ம் III மட�்ம்
B : (I), (III), (IV) only

 I, III, IV மட�்ம்
C : (I), (II), (IV) Only

 I, II, IV மட�்ம்
D : (I), (II), (III) and (IV)

 I, II, III மற்�ம் IV



11 A collection of electrons in thermionic electron gun which takes place in the space between filament tip and the whenett cap is called as :
ெதரே்மானிக் எலக்டர்ான் �ப்பாக்��ல் உள்ள எலக்டர்ான்களின் ெதா�ப்�, இ� இைழ �ைனக்�ம் ெவனாட்
ெதாப்�க்�ம் இைடேய உள்ள இைடெவளி�ல் __________ என்� அைழக்கப்ப��ற�.
 
A : Cross over

 '�ராஸ் ஓவர'்

B : Space charge

 ெவளி இடெவளி �ன்�டட்ம் ('ஸ்ேபஸ் சாரஜ்்')

C : Cold field

 'ேகால்ட ்ஃ�ல்ட'்

D : Elastic field

 ெந�ழ்ச�்�ல் �லம் ('எலாஸ்�க் ஃ�ல்ட'்)

12 A LED made of Ga-As operates at a wavelength of 0.86 mm. The surrounding medium is air. The relative permittivity of Ga-As is 12.9. The external quantum
efficiency of LED is __________.
Ga-As ஆல் ெசய்யப்படட் LED ஒன்� அைல நீளம் 0.86mm –இல் இயங்��ற�. �ற்��ள்ள ஊடகம் காற்�. Ga-As-இன்
ஒப்�ட�் அ�ம� 12.9 ஆ�ம். LED –இன் ெவளிப்�றக் �வாண்டம் ெசயல்�றன், __________.
 
A : 2.31%

 2.31%

B : 223.10%

 23.10%

C : 13.10%

 13.1 %

D : 1.31%

 1.31%

13 Given below are two statements : one is labelled as Assertion (a) and the other is labelled as Reason (r).
Assertion (a) : In a ratioless logic, the transistors can be of minimum size.
Reason (r) : In a ratioless logic, the logic levels are not dependent upon the relative device size.
�ேழ இரண்� �ற்�க்கள் ெகா�க்கப்பட�்ள்ளன. ஒன்�, �ற்� (a)–வாக�ம், மற்ெறான்� காரணம் (r)–ஆக�ம்
ெபயரிடப்பட�்ள்ளன.
�ற்� (a) :��தமற்ற தரக்்கத்�ல், �ரான்�ஸ்டரக்ள் �ைறந்தபடச் அள� இ�க்க ���ம்.
காரணம் (r) : ��தமற்ற தரக்்கத்�ல், தரக்்க நிைலகள், ெதாடர�்ைடய சாதன அளைவப் ெபா�த்த� அல்ல.
 
A : Both (a) and (r) are correct and (r) is the correct explanation of (a)

 (a), மற்�ம் (r) இரண்�ம் சரி; (r), (a)–க்�ச ்சரியான �ளக்கம் ஆ�ம்.

B : Both (a) and (r) are correct but (r) is not the correct explanation of (a)

 (a), மற்�ம் (r) இரண்�ம் சரி, ஆனால், (r), (a)–க்�ச ்சரியான �ளக்கம் அல்ல.

C : (a) is correct but (r) is in correct

 (a) சரி, ஆனால், (r) தவ�.

D : (a) is in correct but (r) is correct

 (a) தவ�, ஆனால், (r) சரி

14 Find the capacitance of a parallel plate capacitor with width of the plate is 10 mm and length of the plate is 100 mm and the distance of separation between the
plates is 10 µm :
10 µm தட�்ன் அகலம் ெகாண்ட, மற்�ம் தட�்ன் நீளம் 100 mm, மற்�ம் தட�்க�க்� இைடேய உள்ள �ரிப்�த் �ரம் 10 mm
ெகாண்ட, ஒ� இைணத்தட�் �ன்ேதக்��ன் ெகாள்ளளைவ கண்ட�ய�ம் :
 
A : 100 ε µF

 100 ε µF

B : 10 ε mF

 10 ε mF

C : 10 ε µF

 10 ε µF

D : 100 ε mF

 100 ε mF

15 What are the effects of increasing temperature in the I-V characteristics of the NMOS transistor ?
NMOS �ரான்�ஸ்டரின் I-V பண்�களில் ெவப்பநிைல அ�கரிப்பதன் �ைள�கள் என்ன ?
 
A : ION will increase and IOFF will increase

 ION அ�கரிக்�ம், மற்�ம் IOFF அ�கரிக்�ம்.

B : ION will decrease and IOFF will decrease

 ION �ைற�ம், மற்�ம் IOFF �ைற�ம்.

C : ION will decrease and IOFF will increase



 ION �ைற�ம், மற்�ம் IOFF அ�கரிக்�ம்.

D : ION will increase and IOFF will decrease

 ION அ�கரிக்�ம், மற்�ம் IOFF �ைற�ம்.

16 Which of the following statement is not true about constant voltage scaling ?
நிைலயான �ன்ன�த்த அள��தைலப் பற்�, �ன்வ�ம் �ற்�க்களில் எ� தவறான� ?
 
A : It offers quadratic delay improvement

 இ� இ�ப� தாமத �ன்ேனற்றத்ைத வழங்��ற�.

B : It offers cost reduction

 இ� ெசல�க் �ைறப்ைப வழங்��ற�.

C : It maintained continuity in I/O voltage standards

 இ� I/O �ன்ன�த்தத் தரங்களில் ெதாடரச்�்ையப் பராமரித்த�.

D : It decreases the electric field in devices

 இ� சாதனங்களில் �ன்சாரப் �லத்ைதக் �ைறக்�ற�.

17 Arrange the given options in the correct order of the working of Transmission Electron Microscopy (TEM).
(a) Electron source
(b) Condenser lens
(c) Objective lens
(d) Phosphor screen
(e) Specimen grid
�ேழ ெகா�க்கப்பட�்ள்ள ப�ல்களி��ந்�, பரிமாற்ற எலக்டர்ான் �ண்ேணாக்��ன் ெசயல்பாடை்ட
வரிைசப்ப�த்த�ம் :
(a) எலக்டர்ான் �லம்
(b) �ன்ேதக்� ெலன்ஸ்
(c) �றநிைல ெலன்ஸ்
(d) பாஸ்பர ்�ைர
(e) மா�ரிக் கடட்ம்
 
A : (a), (b), (c), (e), (d)

 (a), (b), (c), (e), (d)

B : (a), (b), (e), (c), (d)

 (a), (b), (e), (c), (d)

C : (a), (c), (e), (b), (d)

 (a), (c), (e), (b), (d)

D : (a), (c), (b), (e), (d)

 (a), (c), (b), (e), (d)

18 Calculate the value of high noise margin (NMH) and low noise margin (NML) for the inverter with VIL=0.5V, VIH=IV, VOL=0.25V and VOH=1.25V.

VIL=0.5V, VIH=IV, VOL=0.25V மற்�ம் VOH=1.25V இன்ெவரட்ட்�க்கான அ�க இைரசச்ல் �ளிம்�(NMH), மற்�ம் �ைறந்த
இைரசச்ல் �ளிம்�ன்(NML) ம�ப்ைபக் கணக்��க.
 
A : 0.5V, 0.5V

 0.5 V, 0.5 V

B : 0.25V, 0.5V

 0.25 V, 0.5 V

C : 0.25V, 0.25V

 0.25 V, 0.25 V

D : 0.5V, 0.25V

 0.5 V, 0.25 V

19 MOSFET can be used as a __________.
'மாஸ்ெபட'்ைட (MOSFET) __________ –க்காகப் பயன்ப�த்தலாம்.
 
A : Current controlled capacitor

 �ன்சாரம் கட�்ப்ப�த்தப்படட் �ன்ேதக்�
B : Current controlled inductor

 �ன்சாரம் கட�்ப்ப�த்தப்படட் �ண்�
C : Voltage controlled inductor

 �ன்ன�த்த கட�்ப்ப�த்தப்படட் �ண்�
D : Voltage controlled capacitor

 �ன்ன�த்தக் கட�்ப்பாட�் �ன்ேதக்�

20 In the CMOS fabrication technology, what are the two ways used to do doping ?
CMOS �ைனயைமப்� ெதா�ல் �டப்த்�ல், ேபா�த் �றன் ேமம்பா� பயன்ப�த்தப்ப�ம் இரண்� வ�கள் என்ன ?
 



A : Sputtering, CVD

 ெதளித்தல், '���'

B : PVD, lithography

 ���', '�த்ேதா�ராஃ�'

C : Diffusion, Ion implantation

 பரவல், அயன் ெபா�த்�தல்
D : Sputtering PVD

 ெதளித்தல், '���'

21

 
A : f=1358 Hz

 1358 Hz

B : f=1378 Hz

 1378 Hz

C : f=1408 Hz

 1408 Hz

D : f=1428 Hz

 1428 Hz

22 If x(k) is the DFT of x[n]. Determine x(3) for the given x(n)=[0 1 2 3]
x(k) என்ப� DFT-x[n] - ஆக இ�ந்தால், சமன்பா� x(n)=[0 1 2 3] –ன் x(3) கணக்��க.
 
A : 6

 6

B : 2212j

 2212j

C : .22

 .22

D : 2222j

 2222j

23



 
A : 5.51 W

 5.51 W

B : 3 W

 3 W

C : 55.1 W

 55.1 W

D : 0.3 W

 0.3 W

24 Identify the correct statement with respect to the polynomial (S+1) (S+2) (S+3) (S+4)
பல்��ப்�க் ேகாைவ (S+1) (S+2) (S+3) (S+4) ��த்� ெகா�க்கப்பட�்ள்ள வாக்�யங்க�ள் சரியானைதக் கண்ட�க.
 
A : There are 3 roots with positive real parts

 வரக்்க �லம், ேநர�்ைச ெமய் எண்கள் உள்ளன.

B : There are no roots with positive real parts

 ேநர�்ைச ெமய் எண்களில் வரக்்க �லம் இல்ைல.

C : There are 1 root with positive real part

 ேநர�்ைச ெமய் எண்களில் 1 வரக்்க �லம் உள்ள�.

D : There are Infinite root with positive real part

 ேநர�்ைச ெமய் எண்களில் ����கள் உள்ளன.

25

 
A : Z11=1,Z12=2,Z21=1 and Z22=2

 Z11=1,Z12=2,Z21=1 and Z22=2

B : Z11=5,Z12=22,Z21=1andZ22=2

 Z11=5,Z12=22,Z21=1andZ22=2

C : Z11=1,Z12=5,Z21=5andZ22=2

 Z11=1,Z12=5,Z21=5andZ22=2

D : Z11=5,Z12=5,Z21=5andZ22=2

 Z11=5,Z12=5,Z21=5andZ22=2

26



 
A : 1m2

 1m2

B :

 

C : 3 Im

 3 Im

D :

 

27 The Fourier transform of the signal x(t)=eatu(-t), a>0 is __________.
�ழ்கண்ட x(t)=eatu(-t), a>0 எ�ம் ச�க்ைஞைய அைல எண் ச�க்ைஞ __________ஆக மாற்�க.
 
A :

 

B :

 

C :

 

D :

 

28 What is the efficiency (η) of the network during maximum power transfer ?
அ�கபடச் �ன் பரிமாற்றத்�ன் ேபா�, ெநடெ்வாரக்் �றன் என்ன ?



 
A : 50%

 50%

B : 75%

 75%

C : 25%

 25%

D : 100%

 100%
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A :

 

B :

 

C :

 

D :

 

30 What is the minimum sampling rate for the signal x(t) = 3cos(100πt) to avoid aliasing ?
மாற்�ப் ெபயைரத் த�ரக்்க, ச�க்ைஞ x(t) = 3cos(100πt) –ன் �ைறந்தபடச் ��தம்/ம�ப்� என்ன ?
 
A : 50 HZ

 50 Hz

B : 25 HZ

 25 Hz

C : 75 HZ

 75 Hz

D : 100 HZ

 100 Hz
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A : 8.33 MHZ

 8.33 MHZ

B : 1 kHZ

 1 kHZ

C : 16.66 kHZ

 16.66 kHZ

D : 8.33 kHZ

 8.33 kHZ
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A : 24V, 48V

 24V, 48V

B : 12.7V, 24.7V

 12.7V, 24.7V

C : 12V, 25.4V

 12V, 25.4V

D : 11.3V, 22.6V

 11.3V, 22.6V
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A : 4 mA

 4 mA

B : 5 mA

 5 mA

C : 3.23 mA



 3.23 mA

D : 1 mA

 1 mA
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A : 20 kΩ, 1300Ω

 20 kΩ, 1300Ω

B : 60 kΩ, 4kΩ

 60 kΩ, 4kΩ

C : 100 kΩ, 1 kΩ

 100 kΩ, 1 kΩ

D : 50 kΩ, 2.6kΩ

 50 kΩ, 2.6kΩ

35 Assume that an op-amp 741 connected as a unit gain inverting amplifier is applied with an input change of 10 V. Determine the time taken for the output to
change by 10 V. [Slew rate for op-amp 741 = 0.5 V/μs]
அல� ஆதாய தைல�ழ் ெப�க்�யாக இைணக்கப்படட் ஒ� op-amp 741, 10 V இன் உள்ளடீ�் மாற்றத்�டன்
பயன்ப�த்தப்ப��ற� என்� ைவத்� ெகாள்ேவாம். ெவளி�� 10 V ஆல் மாற எ�க்�ம் ேநரத்ைதத் �ரம்ானிக்க�ம்.[Slew
rate for op-amp 741 = 0.5 V/μs]
 
A : 0.2 μs

 0.2 μs

B : 20 μs

 20 μs

C : 10 μs

 10 μs

D : 0.1 μs

 0.1 μs

36 Voltage gain of common emitter amplifier with RE is given as :

RE உடன் ெபா�வான உ�ழ்ப்பான் ெப�க்��ன் (காமன் எ�டட்ர ்ஆம்��ஃைபர)் �ன்ன�த்த ஆதாயம் இவ்வா�
ெகா�க்கப்பட�்ள்ள�.
 
A :

 



B :

 

C : -(βRc + (1+β)RE)

 -(βRc + (1+β)RE)

D :
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A : 62.5 μA

 62.5 μA

B : 25 μA

 25 μA

C : 6 μA

 6 μA

D : 10 μA

 10 μA

38 Find the time periods (TON and TOFF) of an astable multivibrators that oscillates at 50 kHz and 60% duty cycle.

50 KHZ மற்�ம் 60% கடைமச ்�ழற்��ல் (��ட�் ைசக்�ள்) அைல�ன் ஒ� நிைலத்த பல அ�ர�்ன் (ஆஸ்டப்�ல் மல்�
ைவப்ேரடட்ர)் ேநரக் காலங்கைளக் கண்ட�ய�ம்.
 
A : 0.06 ms and 0.04 ms

 0.06 ms மற்�ம் 0.04 ms

B : 0.12 ms and 0.08 ms

 0.12 ms மற்�ம் 0.08 ms

C : 0.012 ms and 0.008 ms

 0.012 ms மற்�ம் 0.008 ms

D : 0.24 ms and 0.16 ms

 0.24 ms மற்�ம் 0.16 ms

39 What is the output voltage 7809 and 7905 voltage Regulator ICs ?
ெவளி�ட�் �ன்ன�த்தம் 7809 மற்�ம் 7905 �ன்ன�த்த �ராக்� IC–கள் என்றால் என்ன ?
 
A : +9v, -5v

 +9V, -5V

B : +8v, +9v

 +8V, +9V

C : +9v, +5v

 -9V, +5V

D : -8v, +9v



 -8V, +9V

40 The ripple voltage of a full-wave rectifier with a 100-µF filter capacitor connected to a load drawing 50m A is __________
50 mA �ைம�டன் 100 µF வ�கட�் �ன்ேதக்��டன் ��ய ��–அைல ��த்��ன் ரிப்�ல் �ன்ன�த்தம் (ripple voltage) ------
---
 
A : 3 V

 3 V

B : 0 V

 0 V

C : 1.2 V

 1.2 V

D : 4 V

 4 V
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A :

 

B :

 

C :

 

D :

 

42 The propagation delay of 74HCOO gate driving a 150 pF load capacitance, VDD=5V, TP = 18 ns (with a 50 pF load), CL=150 pF and Is = 19 mA is
___________.
150 pF �ைமக் ெகாள்ளளைவ இயக்�ம், 74HC00 வா��ன் பரவல் தாமதம், VDD = 5V, Tp =18 ns (ஒ� 50 pF �ைம�டன்), CL =
150pFமற்�ம் Is= 19 mA __________, இ�வா�ம்.

 
A : 100 ns

 100 ns

B : 311 ns

 311 ns

C : 31.1 ns

 31.1 ns



D : 10 ns

 10 ns

43 The number of comparator required for a 5 bit flash ADC is __________.
5 '�ட'் 'ஃப்ேளஜ்' ADC–க்�த் ேதைவயான ஒப்�டட்ாளரக்ளின் எண்ணிக்ைக, __________.
 
A : 6

 6

B : 10

 10

C : 16

 16

D : 31

 31

44 In the procedural statement, reset action occurs if __________.
always @ (negedge clock) begin
if (! Reset) D<=0; else Q<=D
end
ெசயல்�ைற அ�க்ைக�ல், �டட்ைமப்� நடவ�க்ைக ஏற்ப��ற�, __________ இ�ந்தால்.
always @ (negedge clock) begin if (! reset) D< = 0 ; else Q < = D
 
A : D is 1 at negative edge of clock

 க�காரத்�ன் எ�ரம்ைற �ளிம்�ல், D, 1 ஆ�ம்.

B : D is 0 at negative edge of clock

 க�காரத்�ன் எ�ரம்ைற �ளிம்�ல், D, 0 ஆ�ம்.

C : reset is 0 at negative edge of clock

 க�காரத்�ன் எ�ரம்ைற �ளிம்�ல், �டெ்ட�ப்�, 0 ஆ�ம்.

D : reset is 1 at negative edge of clock

 க�காரத்�ன் எ�ரம்ைற �ளிம்�ல், �டெ்ட�ப்�, 1 ஆ�ம்.
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A : F(x, y, z) = xyz+z'+xy

 F(x, y, z) = xyz+z'+xy

B : F(x, y, z) = x+y+z

 F(x, y, z) = x+y+z

C : F(x, y, z) = 1

 F(x, y, z) = 1

D : F(x, y, z) = xy+z+x'y'

 F(x, y, z) = xy+z+x'y'
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A : 10 kHZ, 1 kHZ

 10 KHZ, 1KHZ

B : 10 kHZ, 10 kHZ

 10 KHZ, 10 KHZ

C : 1 kHZ, 16 kHZ

 1 KHZ, 16 KHZ

D : 16 kHZ, 1 kHZ

 16 KHZ, 1 KHZ

47 In a Half adder having two inputs (A and B) and two outputs (Sum 's' and carry 'C' out). What is the Boolean expression for S and C out in terms of A and B ?

இரண்� உள்ள�ீகள் (A மற்�ம் B), மற்�ம் இரண்� ெவளி��கள் (Sums' and Carry COut) ெகாண்ட ஒ� 'Half adder', A மற்�ம் B –
இன் அ�ப்பைட�ல், S மற்�ம் Cout –க்கான ��யன் ெவளிேயற்றம் என்ன ?

 
A :

 

B :

 

C :

 

D :

 

48 D Flip-Flop can be obtained from J-K Flip-Flop as __________.
D �ரடட்ைல ('��ப்ஃப்ளாப்ைப), J-k �ரடட்���ந்� ('��ப்ஃப்ளாப்) ெபற ���ம், __________ இவ்வா�.
 
A :

 

B :

 



C :

 

D :

 

49 __________ is a register in which binary data can be stored, and this data can be shifted to the left or right when a shift signal is applied.
__________ 'ைபனரி தரைவ'ச ்(binary data) ேச�க்கக்��ய ஒ� ப�ேவ� ஆ�ம், ேம�ம் '�ப்ட ்�க்னல்' (Shift Signal)
பயன்ப�த்தப்ப�ம் ேபா�, இந்தத் தரைவ இட� அல்ல� வல� பக்கம் மாற்றலாம்.
 
A : Ripple counters

 ெதாடரந்ிைல எண்ணி ('ரிப்�ள் க�ண்டரஸ்்')

B : Ring counters

 வைளயச ்�ற்� எண்ணி ('ரிங் க�ண்டரஸ்்')

C : Synchronous sequential circuits

 ஒத்�ைசவான ெதாடர ்�ற்�கள்
D : Shift Register

 மாற்றப் ப�� ('�ப்ட ்ெர�ஸ்டர'்)

50 How many clock pulses are required to serially shift a byte of data into a shift register ?
�ப்ட ்ப�ேவட�்ல்' ஒ� 'ைபட ்தரைவ'த் (byte of data) ெதாடரச்�்யாக மாற்ற, எத்தைன அைச��க்கள் ேதைவ ?
 
A : 4

 4

B : 8

 8

C : 12

 12

D : 1

 1

51 What is the value in AL and CF after the following instruction in 8086 is executed ?
MOV AL, 8EH
MOV CL, 02H
SAR AL, CL
8086 �ேரா�ரா�ல் �ேழ ெகா�க்கப்பட�்ள்ள ஆைணைய ெசயல்ப�த்�ய �ற�, AL மற்�ம் CF ன் ம�ப்� என்ன ?
MOV AL, 8EH
MOV CL, 02H
SAR AL, CL
 
A : AL=11100011, CF=1

 AL=11100011, CF=1

B : AL=10101010, CF=1

 AL=10101010, CF=1

C : AL=00111110; CF=0

 AL=00111110; CF=0

D : AL=00011100; CF=0

 AL=00011100; CF=0

52 What is the content in R1, after the following instructions are executed ?
CLR C
MOV A,#4CH
SUBB A,#6EH
JNC NEXT



CPL A
INC A
NEXT : MOV R1, A
�ழ்கண்ட நிரல் ஆைணைய ெசயலாக்�ய �ன்னர ்R1–ன், உட�்� என்ன ?
CLR C
MOV A,#4CH
SUBB A,#6EH
JNC NEXT
CPL A
INC A
NEXT : MOV R1, A
 
A : 11011110

 11011110

B : 00101110

 00101110

C : 11101111

 11101111

D : 11010010

 11010010

53 What will be content in DPL and stack pointer after the following instructions are executed,
MOV DPL, #44H
MOV SP, #54H
PUSH DPL
�ழ்கண்ட கணினி நிரல் ஆைணயான� ெசயலாக்கப்பட ்�ற� DPL மற்�ம் ஸ்டாக் பா�ண்டர ்/�ட�்களின் உடெ்பா�ள்/
ம�ப்� என்ன ?
MOV DPL, #44H
MOV SP, #54H
PUSH DPL
 
A : DPL=44, stack pointer=56

 DPL=44, stack pointer=56

B : DPL=44H, stack pointer=55H

 DPL=44H, stack pointer=55H

C : DPL=00H, stack pointer=55H

 DPL=00H, stack pointer=55H

D : DPL=00H, stack pointer=56H

 DPL=00H, stack pointer=56H

54 After TH and TL are loaded with 16 bit initial value, in mode 1 of 8051 microcontroller, the timer is started by
TH மற்�ம் TL இரண்�ம் 16 �ட ்ஆரம்ப ம�ப்�டன் ைமக்ேராகண்டே்ராலர ்8051 – ேமாட ்1 –ல் உள்ளிடப்பட�்ள்ள ேபா�,
ைடமர ்இவ்வா� �வங்�ய�.
 
A : SETB TR0 for Timer 0

SETB TR1 for Timer 1

 SETB TR0 for Timer0
SETB TR1 for Timer 1

B : SETB TR0 for Timer 0
SETB TH1 for Timer 1

 SETB TR0 for Timer0
SETB TH1 for Timer 1

C : SETB TL0 for Timer 0
SETB TH0 for Timer 1

 SETB TL0 for Timer0
SETB THO for Timer 1

D : SETB TL0 for Timer 0
SETB TL1 for Timer 1

 SETB TL0 for Timer0
SETB TL1 for Timer 1

55 When 8279 is reset by 8051 microcontroller, 8279 sets in default in __________.
8051 ைமக்ேராகண்டே்ராலரால் 8279 ஐ �டட்ைமக்�ம் ேபா�, 8279 �ன் நிரண்�த்த நிைல __________ என்ன ?
 
A : Two-key lockout mode and left side entry mode

 இ�வ� �ட�் த�ப்� �ைற மற்�ம் இட�பக்க �ைழ� �ைற
B : Two-key lockout mode and Right entry mode

 இ�வ� �ட�் த�ப்� �ைற மற்�ம் வல�பக்க �ைழ� �ைற
C : N-key rollover mode and left entry mode

 N – வ��ரட�் �ைற மற்�ம் இட�பக்க �ைழ� �ைற
D : N-key rollover mode and right entry mode

 N– வ��ரட�் �ைற மற்�ம் வல�பக்க �ைழ� �ைற



56 When TMOD is 10 H, the timer will operate as __________
TMOD என்ப� 10H ஆக இ�க்�ம் ேபா�, அலாரம் இவ்வா� ஒ�க்�ம் __________.
 
A : Mode 2 Timer 0

 Mode 2 Timer 0

B : Mode 1 Timer 1

 Mode 1 Timer 1

C : Counter Mode

 Counter Mode

D : Mode 0 Timer 1

 Mode 0 Timer 1

57 The Assembler directive in 8086 which is used to tell the assembler that the names or labels following the directive are in some other assembly module is,
8086 உள்ள அெசம்�ளர ்வ��ல், �ன்வ�ம் எந்த __________ வ��ைற�ல் �ல �ட�் ெதா�� மா�ரிகளில் எந்த
ெபயரக்ள் அல்ல� �வரங்கள் �ன்பற்றப்ப��ன்றன.
 
A : EVEN

 EVEN

B : EXTRN

 EXTRN

C : GLOBAL

 GLOBAL

D : LABEL

 LABEL

58 High level languages are translated into machine code by a program called
உயரந்ிைல நிரலாக்க ெமா�களான�, கணினி ெமா�யாக ெமா� ெபயரக்்கப்ப�வதற்� பயன்ப�ம் கணினி நிரல்
�டட்ம் __________ என அைழக்கப்ப��ற�.
 
A : Compiler

 ெதா�ப்�
B : Assembler

 இயற்� ெமா�த் ெதா�ப்�
C : Linker

 இைணப்பான்
D : Modulator

 மட�்

59 An alternate instruction for CLR, C is __________.
CLR-C–க்� மாற்� கணினி கடட்ைள என்ப� __________ ஆ�ம்.
 
A : CLR PSW.O

 CLR PSW. 0

B : CLR PSW.7

 CLR PSW. 7

C : CLR PSW.2

 CLR PSW. 2

D : CLR PSW.5

 CLR PSW. 5

60 The, 8051 microcontroller contains, __________.
8051, ைமக்ேரா கண்டே்ரார�ல் உள்ள பாகங்கள் __________.
 
A : Four 8 bit parallel parts

 நான்� 8 ைபட�் இைண பாகங்கள்
B : Three 8 bit parallel parts

 �ன்� 8 ைபட�் இைண பாகங்கள்
C : Two 16 bit parallel parts

 இரண்� 16 ைபட�் இைணபாகங்கள்
D : Four 16 bit parallel parts

 நான்� 16 ைபட�் இைண பாகங்கள்
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A : 0 Wb/m2

 0 Wb/m2

B :

 

C :

 

D : 2 Wb/m2

 2 Wb/m2
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A : 80 C

 80 C

B : 40/3 C

 40/3 C

C : 80/3 C

 80/3 C

D : 0 C

 0 C

63 An inductance of 0.01mH is to be realized at 6GHz in a printed circuit board using open ended transmission line. If the wavelength of the signal on the PCB is
4cm and assuming the characteristic impedence of the line as 377Ω, the length of the open ended transmission line is __________. [Given cot 135o =-1]
0.01 MH இன் �ன்�ண்டல் 6GHz இல் ஒ� அச�்டப்படட் �ன்�ற்�ப் பலைக�ல் �றந்த நிைல பரிமாற்ற வரிையப்
பயன்ப�த்� உணரப்பட ேவண்�ம். PCB �ல் உள்ள ச�க்ைஞ அைலநீளம் 4 ெச.� மற்�ம் ேகாட�்ன் �றப்�யல்�
�ன்ம�ப்� 377 Ω எனக் க��னால், �றந்த நிைல பரிமாற்ற வரி என்ப� __________ (ெகா�க்கப்படட்� cot 135o=-1)
 
A : 0.1 cm

 0.1 cm

B : 0.5 cm

 0.5 cm

C : 1.0 cm

 1.0 cm

D : 1.5 cm

 1.5 cm
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A : π/2

 π/2

B : π/4

 π/4

C : π2

 π2

D : 2π

 2π

65 What is the doppler shift observed at a Radar for a target moving with a relative velocity of 1 m/s ? The frequency of radar signal used is 1.5 GHZ.
1 m/s சார�் ேவகத்�ல் நக�ம் இலக்�க்�, 'ேரடாரி'ல் காணப்படட் 'டாப்ளர'் மாற்றம் என்ன ? பயன்ப�த்தப்ப�ம் 'ேரடார்
ச�க்ைஞ'�ன் அ�ரெ்வண் 1.5 GHz.
 
A : 10 HZ

 10 Hz

B : 20 HZ

 20 Hz

C : 40 HZ

 40 Hz

D : 1 HZ

 1 Hz
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A : 3.33 Ω

 3.33 Ω

B : 33.3 Ω

 33.3 Ω

C : 333 Ω

 333 Ω

D : 3333 Ω

 3333 Ω

67 Materials with conductivity (σ)>> ωε have an intrinsic impedance of __________.
கடத்�த் �றன் ெகாண்ட ெபா�ள் (σ)>> ωε, ஒ� உள்ளாரந்்த �ன் ம�ப்� ெகாண்டதாக __________ உள்ள�.
 
A :

 

B :

 

C :



 

D :

 

68 The configuration of a PIN diode operating at microwave frequencies is given by __________.
'ைமக்ேராேவவ்' அ�ரெ்வண்களில் ெசயல்ப�ம் PIN 'ைடேயா�ன்' உள்ளைம�, __________ ஆ�ம்.
 
A : p - i -n

 p - i -n

B : p +-i2n+

 p +-i2n+

C : n+2p2i 2n+

 n+2p2i 2n+

D : p+2n2i2p+-

 p+2n2i2p+-

69 Which of the following is Not a specified mode of operation of GUNN diode ?
�ன்வ�வனவற்�ல் எ�, 'கன்' (GUNN) 'டேயா�னி'ன் ��ப்�டட் ெசயல்பாட�் �ைற அல்ல ?
 
A : Gunn mode or TT mode

 கன்' (GUNN) பயன்�ைற அல்ல� '��' (TT) பயன்�ைற
B : Negative Resistance mode

 எ�ரம்ைற எ�ரப்்� �ைற
C : Quenched Domain mode

 தனிந்த களப் பங்� ('�ைவஞ்ட ்ெடாைமன் ேமாட'்_

D : Delayed mode

 தாமதமான பயன்�ைற

70 For a radar signal , if the round - trip travel time is 1 µs then it corresponds to a distance of __________.
ஒ� 'ேரடார ்�க்ன�க்�', �ற்�ப்பயண பயண ேநரம் 1 µs என்றால், அ� __________ �ரத்�ற்� ஒத்��க்�ம்.
 
A : 150 kms

 150 �.�.

B : 150 meters

 150 �டட்ரக்ள்
C : 15 meters

 15 �டட்ரக்ள்
D : 1500 meters

 1500 �டட்ரக்ள்

71 A digital cellular system transmitter is sending signals at fc = 900 MHZ to a mobile user whose velocity is 70 km/hr. If the mobile is moving in a direction
perpendicular to the direction of arrival of the transmitted signal, the received carrier frequency would be :
��டட்ல் ெசல்�லார ்அைமப்��ள்ள அைலபரப்�யான� ச�ஞ்ைசகைள fc = 900 MHZ அைல எண் ேவகத்�ல் ஒவ்ெவா�
ெமாைபல் பயனாள�க்� 70 km/hr �ைசேவகத்�ல் அ�ப்��ற�. ெமாைபல் ஆன� ெசங்�த்தான �ைச�ல் �க்ன�ன்
�ைச பாைத�ல் நகரந்்தால், ெபறப்ப�ம். �வசேவகம் எத்தைன ?
 
A : 899.9999 MHZ

 899. 9999 MHz

B : 900 MHZ

 900 MHz

C : 900.0000589 MHZ

 900.0000589 MHz

D : 935 MHZ

 935 MHz

72 Consider GSM, which is a TDMA/FDD system thus uses 25 MHZ for the forward link, which is broken into radio channels of 200 kHZ. If 8 speech channels
are TDM multiplexed on a single radio channel, and if no guard band is assumed, the number of simultameous users that can be accomodated is ____________.
GSM–ஐ க�த்�ல் ெகாண்� TDMA/FDD அைமப்பான� 25 MHz �ன்ேனாக்� பயன்ப�த்�, 200 kHz அ�ரெ்வண் ெகாண்ட
ேர�ேயா ேசனல்களாக உைடக்க/�ரிக்கப்ப��ற�. 8 ெதாைலக்காட�் நிைலயங்கள் TDM பன்�கப்ப�த்தப்பட�் ஒேர



ேர�ேயா ேசனலா��ற� மற்�ம் பா�காப்� அைலவைர இல்ைல என �கம் ெகாண்டால், ஒேர ேநரத்�ல் __________
பயனாளரக்ள் பயன் அைடயலாம்.
 
A : 1600

 1600

B : 1000

 1000

C : 125

 125

D : 8

 8

73 Assuming the fiber link span to be large, what will the approximate effective length if the attenuation per unit length is taken to be 0.20 dB/km ?
ஆப்�க் ைபபர ்ேக�ள் நீளமாக இ�ந்தால், ஒ� அல�ற்� என மாற்��ைற�ன் நீளம் 0.20 dB/km ஆக இ�ந்தால்
ேதாராயமான பய�ள்ள நீளம் எவ்வள� ?
 
A : 95 km

 95 km

B : 50 km

 50 km

C : 22 km

 22 km

D : 10 km

 10 km

74 The total number of guided modes in a multi mode step index fiber with core dia 80 mm and normalised frequency of 72 is ___________.
பல் �ைற��ள்ள ஒளி �லகல் ���ட�் �ய�வரம்–உள்ளக �டட்ம் 80mm மற்�ம் இயல்பாக்கப்படட் அ�ரெ்வண் 72
ஆக இ�ந்தால், எத்தைன வ�காடட்ப்படட் �ைறகள் __________ உள்ளன.
 
A : 5184

 518 A

B : 2592

 2592

C : 36

 36

D : 1296

 1296

75

 
A : Generation of double side band AM signal

 இரடை்ட பக்கப்படை்ட அைல�ச�் பண்ேபற்றம் (AM) ச�க்ைஞ உ�வாக்�தல்
B : Generation of single-side band AM signal

 ஒற்ைற பக்கப்படை்ட அைல�ச�் பண்ேபற்றம் (AM) ச�க்ைஞ உ�வாக்�தல்
C : Generation of FM signal

 அ�ரெ்வண் பண்ேபற்றம் (FM) ச�க்ைஞ
D : Demodulation of vestigial-side band AM

 எஞ்�நிைல பக்கபடை்ட அைல�ச�் பண்ேபற்றம் (FM) ச�க்ைஞ �ரிப்பான்

76 A satellite transponder has a bandwidth of 36 MHz. Earth stations use RRC filters with α=0.4. What is the maximum bit rate that can be sent through this
transponder with QPSK ?
ெசயற்ைகேகாள் �ரான்ஸ்பாண்டரின் அைலவரிைச 36 MHz ஆக உள்ள�. தைர நிைலயங்களி�ள்ள RRC சல்லைட α=0.4
ஆக உள்ள�. QPSK �ரான்ஸ்பாண்டர ்�லம் அ�கபடச்மாக எத்தைன �ட ்��தம் அ�ப்ப இய�ம்?
 
A : 102.8 Mbps



 102.8 Mbps

B : 25.7 Mbps

 25.7 Mbps

C : 51.4 Mbps

 51.4 Mbps

D : 14.4 Mbps

 14.4 Mbps

77

 
A : G=[1 0 0 0 1]

 G=[1 0 0 0 1]

B : G=[1 0 1 0 1]

 G=[1 0 1 0 1]

C : G=[1 1 1 1 0]

 G=[1 1 1 1 0]

D : G=[1 1 1 1 1]

 G=[1 1 1 1 1]

78 In which of the following systems, a single symbol may get transmitted using different carrier frequencies ?
�ழ்கண்ட எந்த கணினி ெசயலாக்க �ைற�ல், ஒ� ச�க்ைஞைய பல்ேவ� ஊர�் அ�ரெ்வண்கைள உபேயா�ப்பதன்
�லம் கடத்த ���ம்?
 
A : DS-CDMA

 DS - CMDA

B : Slow Frequency Hopping CDMA

 ெம�வான அ�ரெ்வண் ஈ� ெசய்�ம் CDMA

C : Fast Frequency Hopping CDMA

 �ைரவான அ�ரெ்வண் ஈ� ெசய்�ம் CDMA

D : Time Hopping CDMA

 ேநரத்�ைன ஈ� ெசய்�ம் CDMA

79 What is the duty cycle of a radar with pulse width 0.3 µs and pulse repetation rate of 1 ms ?
ஒ� ேரடாரில் ெசயல் �ற்� – பல்ஸ் அகலம் 0.3 µs மற்�ம் பல்ஸ் ��ப்ப கடத்�ம் ��தம் 1 ms என்� இ�க்�ம் ேபா�
என்னவாக இ�க்�ம்?
 
A : 0.0003

 0.0003

B : 3

 3

C : 3.333

 3.333

D : 1.33

 1.33

80 If the radiative recombination rate is Rr and the non-radiative recombination rate is Rnr, then the internal quantum efficiency hint is given by :

க�ரியக்க ம�ேசரக்்ைக ��தம் Rr மற்�ம் க�ரியக்கமற்ற ம�ேசரக்்ைக ��தம் Rnr ஆக இ�ந்தால், உள் �வாண்டம்
ெசயல்�றன் hint ஆக ெகா�க்கப்பட�்�க்க ேவண்�ம்.

 
A :



 

B :

 

C :

 

D :

 

81

 
A : 181 w

 181 W

B : 500 w

 500 W

C : 707 w

 707 W

D : 887 w

 887 W

82

 
A :

 

B :

 

C :



 

D :

 

83 The forward voltage drop of a power diode is VD = 1.2V at ID = 300A. Assuming that n=2 and VT = 25.7 mv. Find the reverse saturation current IS.

ஒ� ைடேயா�ன் �ன்சாரம், �ன்ேனாக்�ய �ன்ன�த்த �ழ்ச�் என்ப� VD = 1.2V, ஆக ID = 300A. n=2 என ��த்தால் VT =
25.7 mv �ன்ேனாக்� ெச�� �ன்ேனாடட்ம் IS கண்ட�க.

 
A :

 

B :

 

C :

 

D :

 

84 Consider a three phase squirrel cage induction motor started with the help of a star-delta starter. What can you comment about the line current drawn from the
supply and the torque developed, when compared to a D.O.L. starter ?
�ன்� கடட் �ன்சாரம் அணில் �ண்� வ�வ �வக்க ேமாடட்ார,் ஸ்டார ்ெடல்டா ஸ்டாரட்ர ்�லம் இயக்கப்ப��ற�.
�ன் வழங்����ந்� ெதாடர ்�ன்சாரத்ைத எ�க்�ம் ேபா�, D.O.L ெதாடங்�ம் ெபா�� எந்த நிரல் கெமண்ட்
பயன்ப�த்�வ� மற்�ம் ��க்�த் �றன் உ�வாக்கப்ப��ற� ?
 
A :

 

B :

 

C : It develops one-third of rated torque by drawing one-third of the rated current.

 

D :

 

85



 
A : α = 1

 α = 1

B : α > 1

 α > 1

C : α < 1

 α < 1

D : α = 0

 α = 0

86

 
A :

 

B :

 

C :

 

D :

 

87

 
A : -1.5774

 -1.5774

B : 2.3567

 2.3567

C : 0.7692

 0.7692



D : - 0.4226

 - 0.4226

88 Which of the following starters is not meant for starting of d.c. motor ?
�ழ்கண்ட எவ்வைக �வக்�கள், DC ேமாடட்ாைர �வக்க/ஆன் ெசய்ய பயன்ப�த்தப்ப�வ�ல்ைல ?
 
A : 2-point starter

 2 �ைனய �வக்�
B : star-delta starter

 ஸ்டார–்ெடல்டா �வக்�
C : 3-point starter

 3 �ைனய �வக்�
D : 4-point starter

 4 �ைனய �வக்�

89 The frequency response of phase lag network acts like a ______________.
கடட் �ன்னைட� ெநடெ்வாரக்்–ன் அ�ரெ்வண் �லங்கல்/ப�ல் __________.
 
A : Band pass filter

 ேபண்ட ்பாஸ் �ல்டர்
B : High pass filter

 உயர–்பாஸ் �ல்டர்
C : Band reject filter

 ேபண்ட நிராகரிப்� �ல்டர்
D : Low pass filter

 சடட்ம் பாஸ் �ல்டர்

90 Presence of which of the following can be used to assuredly state that given machine is a d.c. machine ?
�ழ்கண்டவற்�ள் எைவ DC ெம�ன்– இ�க்�ற� என உ��யாக �றப் பயன்ப�த்தப்ப��ற�?
 
A : Shaft and bearing assembly

 தண்� மற்�ம் அெசம்ளி ேபரிங்
B : Outer frame

 ெவளிப்�ற சடட்கம்
C : Protruding pole structure

 நீண்� ெகாண்��க்�ம் ��வ அைமப்�
D : Commutator section

 ெதாடரப்ாளர ்�ரி�/பாகம்

91

 



A : 100Ω∠-50

 100Ω∠-50

B : 100Ω∠-100

 100Ω∠-100

C : 1000Ω∠-50

 1000Ω∠-50

D : 1000Ω∠-100

 1000Ω∠-100

92 Which of the following is true for negative photoresist used in MEMS fabrication ?
MEMS �ைனத�ல் பயன்ப�த்தப்ப�ம் எ�ரம்ைற ஒளிக்க�ரக்ள் ��த்� �ன்வ�பைவகளில் எைவ சரி ?
 
A : Regions exposed to UV light become soluble in the developer

 UV ஒளிக்க�ர ்ப�ம் ப��யான� ெடவலப்பரில் கைர�ம்
B : Regions exposed to UV light become insoluble in the developer

 UV ஒளிக்க�ர ்ப�ம் ப��யான� ெடவலப்பரில் கைரயா�
C : After etching the transparent regions of the mark are cleared of photoresist

 ஒளி�� ப��ைய அரிக்க ைவத்�, ����கள் ஒளித�ப்� �லம் சரி ெசய்யப்ப��ற�.

D : Negative photoresists are used in chemical vapour deposition process

 ேவ�ப்ெபா�ள் ஆ� ப�ம �ைற�ல் எ�ரம்ைற ஒளித் த�ப்�கள் பயன்ப�த்தப்ப��ன்றன.

93 The threshold wavelength of common photoelectric material surfaces is in the range of :
ெபா� ஒளி �ன்ன�த்த �ைள�ப் ப���ன் வரம்� அைல எண் – �ச�் எ� ?
 
A : 600 - 1200 mm

 600 - 1200 mm

B : 600 - 1200 nm

 600 - 1200 nm

C : 600 - 1200 µm

 600 - 1200 µm

D : 600 - 1200 pm

 600 - 1200 pm

94 The sensitivity of the Wheatstone bridge with equal arms is :
இைணப்� நீள் ேகா�களின் உணர�்றன் சமன்பா� வா�லாக ெகா�க்கப்பட�்ள்ள�.
 
A :

 

B :

 

C :



 

D :

 

95 A Parallel plate Capacitive transducer uses plates of area 500 mm2which are separated by a distance 0.2 mm. Calculate the value of Capacitance when the
dielectric in air having a permittivity of 8.85x10-12F/m.

ெகாள்ளள� �ன் மாற்��ன் இைணதட�் ப�� 500 mm2 ஆக�ம் 0.2 mm இைடெவளி�ல் �ரிந்�ம் உள்ள�. �ன்
கடத்தா�ல் 8.85x10-12F/m அ�ம�க்கப்படட்ால், �ன்கடத்தா ெகாள்ளள�ைனக் கணக்��க.
 
A : 20.125 PF

 20.125 PF

B : 21.125 PF

 21.125 PF

C : 21.525 PF

 21.525 PF

D : 22.125 PF

 22.125 PF

96 Diastolic BP can be computed from systolic BP and mean BP using which of the following formulas ?
இதய �ரி� இரத்த அ�த்தத்ைத, இதய ��க்� இரத்த அ�த்தம் மற்�ம் சராசரி �லம், �ழ்கண்ட எந்த �த்�ரத்ைத
பயன்ப�த்� கணக்�டலாம் ?
 
A :

 

B :

 

C :

 

D :



 

97 Which of the following relation is incorrect ?
�ழ்கண்டவற்�ள் எைவ தவறாக ெதாடர�்ள்ளைவ ?
 
A : Distance = pressure ´ force

 �ரம் = அ�த்தம் ´ �ைச
B : Torque = force ´ distance

 ��க்� = �ைச ´ �ரம்
C : Pressure = force/area

 அ�த்தம் = �ைச ப��
D : Acceleration = force/mass

 ��க்கம் = �ைச கணப்ெபா�ள்

98 In a MEMS based electrostatic actuator, the voltage at which the stability of the equilibrium between the electrostatic force pulling the plate down and the
spring force pulling the spring up is called :
MEMS அ�ப்பைட நிைல �ன்னியல் ெசயல்�ண்�, �ன்அ�த்தம் �ேளட�்��ந்� �ன்னியல் இ��ைச மற்�ம் ��ள்
�ைச ��ப்�க்�ம் இைட�லான சமநிைல __________ என அைழக்கப்ப��ற�.
 
A : Threshold voltage

 கத� நிைல �ன்ன�த்தம்
B : Cut-off voltage

 கட–்ஆப் �ன்ன�த்தம்
C : Stable voltage

 நிைலயான �ன்ன�த்தம்
D : Pull-in voltage

 இ�ைவ �ன்ன�த்தம்

99 What device would you use to measure the output of a thermocouple ?
ெவப்ப�ன் இரடை்ட�ன் ெவளி�டை்ட அள�டப் பயன்ப�ம் க�� என்ன ?
 
A : Potentiometer

 �ன்ன�த்த அள�
B : Phase detector

 ஃேபஸ் �ெடக்டர்
C : Thermometers

 ெவப்பமானிகள்
D : Accelerometer

 ��க்கமானி

100 Which one of the following circuit is an inductive transducer ?
�ழ்கண்ட �ன் �ற்�ல் எ� �ன்ன�த்த ச�க்ைஞ மாற்�யா�ம் ?
 
A :

 



B :

 

C :

 

D :

 


